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Aufgabe 1:

1.
2.

Das Leitungsband ist nach unten verbogen.

Das elektrische Feld ist vom Gate (positive Ladungen) zum Substrat (negative Ladungen)

gerichtet.

Beides ist unabhéngig von der Flachbandspannung. Fiir die Bandverbiegung bei Vi gilt:
¢s = 2¢p. Die Richtung des E-Feldes bei V7 ist durch die Wahl eines p/n-dotierten Substrats

bestimmt.

Die Bandverbiegung entspricht dem Potential ¢g an der Oxid-Substrat-Grenzflache. Bei

Anliegen der Schwellspannung betrégt dieses:
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Damit ist die Weite d,:
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Die Feldstédrke im Silizium an der Grenzflache betragt:
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An der Grenzfliche gilt e€g;FEs; = € Eox, damit ist im Oxid:
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Oxidkapazitét:
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Kapazitit der Verarmungszone:
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Gesamtkapazitit des MOS-Kondensators:
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Aufgabe 2: Schwellspannung fiir NMOS-Struktur:
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mit der Flachbandspannung (Ferminiveau im Gate auf der Leitungsbandkante):
Vig = x — (X + Eg/(2¢) + ¢pp) = —(Ey/(2€) + ¢pp) = —1.031V

und dem Beitrag von der Verarmungszone:
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Insgesamt betrigt die Schwellspannung;:

Vry = (—=1.0314+2-0.471 4+ 1.67)V =~ 1.58 V

(10)



